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N¢ 409.388
PATENTE DE INVENCION

por VEINTE afios

cuyo privilegio se solicita para Espatia,
sus territorios y plazas de soberania, a

favor de:

CONPAGNIE GENERALE DE FABRICATION
DE CABLES ELECTRIQUES

sociedad anénima francesa, domiciliada
en 52 bis avenue de Iéna, Paris 16, Fran

cla, relativa a:

"PERFECCIONAMIENTOS EN LOS CABLES ELEC--

TRICOS PARA TENSION MEDIA"

Prioridad: Solicitud de patente en Francia no®
72 13 569 de fecha 18 abril 1972.

Inventor: Pierre Etienne Guyot
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencidn se refiere & unos perfeccionami-
entos en los extremos de cables eléctricos de campo radial para
tensibén media y se refiere mds particularmente a un sistema que,
por una parte, simplifica su realizacién y, por otra parte, pro
porciona una mayor seguridad de explotacibén por eliminar el pe-
ligro de formacifn de efluvios, gracias a un reparto uniforme del

campo eléctrico a lo largo del aislamiento del cable. — — - — —

Los cables eléctricos del tipo mencionado comprenden
habitualmente wn alma conductora, una envolvente aislante pre-
ferentemente de materia pldstica o similar, un blindaje equipo-
tencial gue se acaba a cierta distancia del extremo del cable
¥y que deja asi aparecer al desnudo la envolvente aislante en
una longitud determinada en funcién de la tensidn de servicio
vy del modo de explotacidn previsto y, eventualmente, un blin-
daje metdlico de proteccidn recubierto a su vez por una vaina ex

terior. ----- - oew Em em W WD e S D ED G w e e e B aw wn am e o ew e

A fin de evitar la formacidn de efluvios en los ex—~
tremos de cables y sus consecuencias perjudiciales para la ex
plotacién, se procura desde hace largo tiempo uniformizar en la
medida de lo posible el reparto del campo eléctrico entre el al
ma conductora y el punto en que acaba el blindaje equipotencial.

Importa, en particular, combatir la tendencia del campo a concen
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trarse del final del blindaje debido a la brusca interrupcidn de la

envolvente equipotencial que resulta de €lloe = = = = = = = = = - «

Una téenica relativamente antigua consiste en prolongar el
blindaje equipotencial mediante un deflector de campo que, alejdndo
se progregivamente de la envolvente aislante, atenda asf el efecto
de la ruptura de continuidad de la envolvente equipotencial., Para
hacerlo, se da a la envolvente aislante un sobreespesor local a par
tir del final del blindaje, ya sea mediante encintado ya sea median
te colocacién o empleo de un soporte moldeado de caucho sintético,
¥y se recubre este sobreespesor aislante, de forma generalmente céni
ca, con una capa conductora, ya sea metdlica, ya sea de caucho con-
ductor, que se pone en contacto con el blindaje equipotencial y que
constituye en cierta forma un ensanchamiento del mismo. Este proce-
dimiento resuelve sélo imprfectamente el problema planteado y presen
ta ademds el inconveniente de aumentar el volumen del exiremo del ca

ble y de requerir una mano de obra especializada para su ejecucibn.-

Més recientemente, ha aparecido una nueva técnica fundada en
el empleo de ciertas substancias semiconductoras cuya resistividad va
ria en proporcién inversa de la tensidn aplicada. Se renuncia a este
caso al empleo de deflectores de campo y la técnica se limita sélo a
recubrir el extremo del blindaje equipotencial asi como por una par-
te contigua de la superficie de la envolvente aislante del cable por
medio de tal substancia semiconductora, previamente pulverizada o in
corporada bajo esta forma a una cinta de caucho sintético. Minima
en la proximidad del final del blindaje, en donde se acumulan las co

rrientes elementales capacitivas y resistivas que pasan entre el almz
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del cable y la capaz semiconductora, la resistividad de esta dl-
tima aumenta regularmente en la direccién de su extremo, lo que
permite uniformizar el gradiente de potencial a lo largo de la
superficie de la envolvente aislante y evitar asf concentracio-
nes de campo indeseables. E1 invonveniente de este‘método reside,
por una parte, en la dificultad de obtenef un contacto Intimo y
duradero entre las espiras de la cinta cargada de substancia sg
miconductora y la superficie de la envolvente aislante del cable
¥, por otra parte, en le imposibilidad de hecho de realizar una
concentracién éptima de la substancia semiconductora en la pro-
ximidad inmediata de esta superficie, puesto que dicha subgtan-
cia estd digpersada en ei espesor de la cinta y su concentracidn
se hella limitada en cualquier caso, en la misma, por imperativos

de resistencia mecdnica. = = = = - = = = =~ - - - - - - - .- - -

la present invencién propone un modo difereme de reali
zacién del principio general que se acaba de recordar aneriormen
te, gracias al cual se garantizan a la vez un contacto Intimo y
duradero entre la capa de materia semiconductora y la envolvente
aislante y una concentracién mayor de esta materia cerca de la
superficie de la envolvente. Este modo de realizacién ofrece adg
mds la ventaja de una gran simplicidad de ejecucién y de una apre

ciable gananciz de tiempo,. = = = = = = = = @ «w = = = - = - - -

Segin una de sus caracterfsticas esenciales, la inven-
cién prevé la aplicacién, sobre la superficie del extremo del
blindaje equipotencial asf como sobre cierta longitud de la su-
perficie desnuda de la envolvente aislante, de una capa semicon

duetora relativamente densa y realizada preferentemente bajo for
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ma de pasta, estando esta capa a su vez recubierta por una vaina

gque la mantiene en contacto Intimo con dichas superficies. - - - -

Segin otra caracterfstica de la invencidn, la pasta emple
ada para la realizacién de la capa semiconductora consiste en une
mezcle de carburo de silicio en polvo que presenta preferentemen-
te une granulometrfa superior a 250 y de unagrase o aceite aislan

te, por ejemplo de la familia de las siliconage = = = = = = = ~ -

Segin otra caracteristica de la invencién, la vaina que
recubre la capa semiconductora es una vaina termocontraible reali-
zada por ejemplo a base de un polietileno irradiado de alto coefi-
ciente de contraccién. Es entonces suficiente, para la realizacién
del procedimiento segin la invencién, aplicar la pata semiconducto
re sobre la pared interior de un elemento de vaina termocontraible
de didmetro sensiblemente superior al del blindaje equipotencial
y de longitud sificiente para recubrir a la vez la parte vista de
este dltimo y una longitud predeterminada de la envolvente aislan
te desnudada, posicionar y mantener provisionalmente en posicién
dicha vaina sobre el extremo del cable y, finalmente, provocar la
contraceién de esta vaina por aplicacién de calor, por ejemplo por
medio de wn generador portdtil de aire caliente o también de un
pequeilo soplete de gas. La pasta semiconductore es as{ comprimida
enérgicamente sobre la superficie de la envolvente aislante y la

operacién puede realizarse felizmente en poco tiempo sin recurrir

a una mano de obra especializada., = = = = = = = = ~ = - =« w@ ~ -

Las caracterf{sticas y ventajas de la invencién se com~
prenderdn ficilmente con la lectura de la descripeidn sigiiente de

un ejemplo de realizacidn, dado con referencia a la dnica figmira de
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los planos anexoSe = — — = — = = = = = =~ ~ -« - - - - - - -

Los planos representan en alzado un extremo de cable
eléctrico de campo pare tengidn media, estando protegido este
extremo contra la formacién de efluvios por medios segin la

invencién y representados en seccidn axial, = = = = = = - - =

El cable propiamente dicho comprende un slma conduc-
tora 1 del que sélo es visible & extremo en los planos, una
envolvente aislante 2 de materia pléstica que es desnudada en
cierta longitud durante la preparacién del extremo del cable,
un blindaje equipotencial 3 que recubre la envolvente aislan-
te 2 y que acaba a una distancia correspondiente del extremo
del cable, un blindaje de proteccién 4 de fleje metdlico y fi
nalmente una vaina exterior 5. Ia longitud de desnudado de la
envolvente aislante 2 estd determinada en funcidn de 12 tensién
de servicio de la instalacién asf como del modo de explotacién

previsto (interior, esterior, en atmésfera contaminante, etc.)-

Para evitar una concentracifn indeseable del campo
eléctrico cerca del final del blindaje equipotencial 3 y oponer
gse as{ eficazmente al pelirgo de formacidn de efluvios, la in-
vencién prevé aplicar una capa de paste semiconductora 6 sobre
la parte vista del blindaje equipotencial 3 as{ como sobre cier
ta longitud de la envolvente aidante 2, estando esta capa se-
miconductora a su vez recubierta por una vaina aislante 7 que
la mantiene en contacto fatimo con las superficies sobre las
que descansa. Por su resistividad que varfa en razén inversa

a la tensién aplicada, la capa de pasta semiconductora 6 tien-
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de a uniformizar la distribucién del potencial a lo largo de la
envolvente aislante 2, suprimiendo asf el efecto perjudicial de
una brusca interrupcidn del blindaje equipotencial 3. La pasta
semiconductora puede estar constituida, por ejemplo, por una mez
cla relativamente densa de carburo de silicio en polvo, que pre-
sente preferentemente una granulometrfa superior a 240, y de una
grasa o aceite aiglante que resista bien el calor y la humedad,
por gjemplo de la familia de las siliconas. Ia preparacién de tal

mezcla es inmediata y no requiere ningln utillaje particular. -

Es ventajoso, tanto desde el punto de vista de la facilidad
de ejecucidén como de la eficacia del resultado obtenido, utilizar
como vaina 7 de recubrimiento de la capa de pasta semiconductora
6 una vaina de materia termocontraible, debiendo ser ésta, sin
embargo, de una naturaleza compatible con los aislantes empleados.

Desde este punto de vista se puede dar preferencia a un polietile

‘no irradiado de alto coeficiente de contraccién. El elemento de

vaina se elige entonces de un didmetro inicial sensiblemente su-
perior al del blindaje equipotencial 3 y se corta a la longitud
degeada; la pasta semiconductors se aplica por cualguier medio
conveniente sobre su pared interior y luego el elemento de vaina
7 se coloca gobre el extremo del cable y se mantiene provisional-
mente en posicién de cualquier forma deseada. E1 acercamiento de
la llama de un pequefio soplete de gas o la exposicién a un flujo
de aire caliente suministrado por un generador portdtil a una tem
peratura del orden de 1002C provocan la contraccién de la vaina 7
que comprime enérgicamente la capa de pasta semiconductora 6 con-
tra las superficies de la envolvente aislante 2 y del blindaje

equipotencial 3. Se garantiza asf el mantenimiento de un contacto
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Ademds de su funcién propia precisada anteriormmte,

la vaina de recubrimiento 7 concurre s asegurar la proteccidn
del extremo de cable. Este extremo puede también reforzarse,

en particular para el modo de explotacidén en el exterior o

en atmésfera muy contaminante, mediante un encintado 8 de un

material sintético resistente a2 estas condiciones. La figura

Unica de los planos anexos muestrs esquemdticamente tal pro-

teceidn suplementaria por medio de una cinta que se extiende

por tode la longitud del extremo de cable. = = - = = = = - —

Los ensayos efectuados en exiremos de cables realiza
dos segin B presente invencién permiten prever sin riesgo en
su empleo para tensiones de servicio de 30 kV e incluso mds.
Los extremos ejecutados con longitudes de desnudado de la en
volvente aislante del orden de 300 mm (es decir aproximadamen
te lg mitad menos que las longitudes usuales con la técnica
de los deflectores de campo), ¥y longitudes de capa de pasta
semiconductora de 150 a 200 mm, aguantan mds de 4 horas bajo
tensién de ensayo alterna de 60 kV/50 Hz, sin que se constate
cebado o deterioro. Por otra parte se‘han efectuado ensayos
de larga duracidn en el exterior a 36kV y 24kV entre conduc-
tor y tierra con ciclos de calentamiento sobre extremos con
longitudes de desnudado de 400 y 500 mm y con proteccién por
encintado; tampoco aquf se ha constatado ninguna distensién

Ni deterior0e = = = = = = « =& - . - .- . - .- - —e—— -
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Se declaran de novedad y propiedad para Espafia, sus

territorios y plazas de soltwranfa, las siguientes: - = - - - -

REIVINDICACIONES

1.~ Perfeccionamientos en los cables eléctricos para
tensidén media, de campo radial y, mds particularmente en los
extremos de cables que presentan un alma conductora, una en-
volvente aislante preferentemente de materia pldstica o simi
lar, un blindaje equipotencial que se acaba a cierta distan-
cia del extremo del cable y que deja asf aparecer al desnudo
la envolvente aislante en una longitud determinada en funcidn
de la tensidn de servicio y del modo de explotacidn previs-
to, ¥y eventualmente un blindaje metdlico de proteccién recu-
bierto a su vez por una vaina exterior, caracterizados porque,
para obtener una reparticién uniforme del campo eléctrico
entre el alma conductora y el final del blindaje equipotencial,
se aplica una capa semiconductora relativamente densa y reali-
za preferentemente bajo forma de pasta sobre la superficie del
extremo del blindaje asf como sobre cierta longitud de la su-
perficie desnuda de la envolvente aislante, estando esta capa
gsemiconductora a su vez recubierta por una vaina que la man~

tiene en contacto Intimo con dichas superficiese -~ = = = - - =

2.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidén 1, ca-
racterizados porque la pasta empleada para la realizacién de

la capa semiconductora consiste en una mezcla de carburo de si
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licio en polvo que presenta preferentemente una granulometria

superior a 240 y de una grasa o aceite alslante, por ejemplo

de lg familia de las siliconas. = = = = = ~ = = = = = = = = -

3.- Perfeccicnamientos segin una de las reivindicacio
nes 1 y 2, caracterizados porqué la vaina que recubre la capa
semiconductora es una vaina termocontrafble realizada por ejem
Plo a bage de un polietileno irradiado de alio coeficiente de

eontraceidie = = = = = = @ m . - .- - .m - m - - - - - - -

4.~ Perfeccionamientos segin una de las reivindicacip
nes 1 a 3, caracterizados por una proteccién suplementaria del
conjunto del extremo mediante un encintado de material sinté-

tico, en particular para & modo de explotacién en el exterior.-

5+~ "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS CABLES ELECTRICOS PA-
RA TENSION MEDIA".= = = = = = = ;o = e e e e e et = = = = = o

Todo ello conforme se describe y reivindica en la pre
sente memoria que consta de doce hojas, foliadas y mecanografi
adas por una sola de sus caras, y de una ldmina de dibujos que

la ilustra.

BARCELONA, 29 NOVIEMBRE 1972
P.A. M.CURELL SUNOL
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